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Aufgabe 27: Auf die Oberflache eines Silizium-Wafers werden Arsen-Atome aufgebracht, um das
Silizium zu dotieren. Sei ¢ die Konzentration der Arsen-Atome und D der Diffusionskoeffizient (hier
von Arsen in Silizium).

a) Zeigen Sie, dal3 die Diffusionsgleichung
a(x,t A% c(x,t
() _pden)
a X

die folgende Lésung besitzt:

c(x,t)=(c, - co)(l— erf(ZJ)i:)_tjj + ¢, mit ¢, =c(x,t =0) und

c, =c(x=0,t) =c(x,t =0).
C, : Arsen-Grundkonzentration im Silizium zum Zeitpunkt t =0 (Konstante bzgl. Ort und Zeit). C_ :

konstante Arsen-Konzentration am Ort X=0 zu allen Zeiten (entspricht einer unerschdpflichen
Quelle) bzw. an allen Orten nach unendlich langer Zeit.

b) Wie lange mul} der Silizium-Wafer in einem Ofen bei 1394°C liegen, damit die Konzentration der
Arsen-Atome in einer Tiefe von 20zm der halben Oberflaichenkonzentration C_ entspricht?

(Hinweise: erf(05) =05, ¢, = 0)

Aufgabe 28:

2

exp| — eine Losung der Diffusionsgleichung ist.
2Dt p 4Dt g g g

b) Zeigen Sie: ¢(X,t — 0) = 5(X) : Delta-Funktion.

a) Zeigen Sie, da8 c(X,t) =

d 9(2)
Hinweis I: E{ J; f (y)dy} = f(g(Z))' 9'(2)
Hinweis I [exp(~y?)dy = %
N 2 7 2
: f(z)=— —
Hinweis I11 erf (z) \/;_geXp( y )1)/



WS 2014/15

Prof. Dr. Selhuber-Unkel
Lehrstuhl fur Biokompatible Nanomaterialien

Aufgabe 29: Man betrachte ein Stiick Silizium bei 1200°C zu einem Zeitpunkt t,. Nach welcher Zeit
befindet sich keines der Silizium-Atome mehr an dem Platz, den es zum Zeitpunkt t; innehatte? Wie

lange dauert dies bei Raumtemperatur?
Hinweis: Benutzen Sie fir die Abschitzung die Formel aus der Vorlesung: D=~a’r; D:

Diffusionskoeffizient, a: Gitterkonstante, r: Sprungrate.
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Diffusion Coefficients in Intrinsic Silicon

(Originally presented at the Spring 1969 meeting of the
Etectrochemical Society, inc. held in New York, N.Y.)



